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概要 Al₀.₈₈Sc₀.₁₂N強誘電膜の分極反転を用いてMgO上のCo₀.₂Fe₀.₆B₀.₂薄膜に対して磁気的制御性

及び不揮発性を確認した。CoFeB 層が垂直磁気光学効果(MOKE)観測において強誘電層の正及び

負電界印加で保磁力が変化し、その効果が持続されることを確認した。 

はじめに MgO層上の薄い CoFeB 層の界面垂直磁化（PMA）は、STT-MRAM の pMTJで重要な

役割を果たします。従来の電圧制御磁気異方性（VCMA）効果を用いた磁化スイッチングは、ス

イッチングエネルギーの削減が可能であるが、高電界による MgO 膜の劣化が課題である。本研究

では、強誘電体 Al₀.₈₈Sc₀.₁₂N を用いて、CoFeB 層(1, 1.3, 2 nm)の磁気特性を変化させ、その不揮発

性を評価した。 

実験 図 1(a)に構造図を示します。SiO2基板

上に Ta (1 nm)/Co₀.₂Fe₀.₆B₀.₂ (1.3, 2 nm)/MgO 

(2 nm)の積層構造を製膜し、その後メサ型に

形成し、SiO2 を堆積し強誘電キャパシター

領域のエッチングを行った後に誘電体

Al₀.₈₈Sc₀.₁₂N 層(50nm)と TiN (30 nm)を製膜し、

TiNのパターニングを行った。(b)に強誘電性

を示すバタフライ型 C―V 特性を確認した。 

結果・考察 図 2(a)に正及び負電圧をかけた

のちに、垂直MOKEの観測結果を示します。

正電界印加後のデバイスでは保磁力が 91 

(Oe)のに対して、負電界印加後のデバイスで

は、221 (Oe)であった。図 2(b)に同時に測定

した電界印加に対して保磁力のまとめを示

す。負印加時では正印加に対して 2倍程度大

きいことがわかった。なお、この実験は電界

印加後 3 日後まで効果があることも確認し

た。 
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図 1 (a)AlScN 強誘電キャパシタ及び下部電極に

CoFeBを用いた構造図 (b)強誘電性を示す C-V 特性 
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図 2 (a)正電界印加後(実線)及び負電界印加後(点線)

のMOKE効果 (b)電界印加後の保磁力のまとめ 
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